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The invention relates to a wide-band and fast-switching device for a high-frequency 
transmission/reception antenna. This device is connected between the output of a transmitter and the 
input of a receiver and to the antenna. It comprises a switching circuit with diodes and capacitors; the 
conducting of the diodes and the charging or the discharging of the capacitors is controlled by a 
transistor. This charging or this discharging as well as the conducting or blocking of the diodes provide 
for the switching to transmission or reception. Application to the transmission of pulsatile power signals 
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f\ Lmvention cortcerne un dispositif de commutation rapide 
large bande d'une antenne demission-reception haute fre- 
qiienca 

Ce tfspositif est rebe entre la sortie d un emetteur et 
rentrie d'un recepteur et a I'sntenne. II comprend un circuit de 
commutation a diodes et condensateurs; la conduction des 
diodes et la charge ou la decharge des condensateurs est 
commandee par un transistor. Cette charge ou cette decharge 
airisi que la conduction ou te blocage des diodes assurent la 
commutBtion vers remission ou la reception. 

Application A 1'emission de signaux impulsionnels de puis- 
, et a la reception de signaux haute frequence. 
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DISPOSITIF DE COMMUTATION RAPIDE ET LARGE BANDE D'UNE ANTENNE 
D 1 EMISSION-RECEPTION HAUTE FREQUENCE 

La presente invention concerne un dispositif de 
commutation rapide et Large bande d'une antenne d'emission- 
reception haute frequence- Cette antenne est reliee, par 
L* intermedial re du dispositif de commutation, entre une sortie 
d'un emetteur et une entree d'un recepteur. Ce dispositif 
s'applique a I'emission de signaux haute frequence fournis par un 
emetteur et appliques a une antenne, ou a La reception de signaux 
haute frequence recus par I 1 antenne et transmis a un recepteur. 
Ce dispositif est utiLisable dans une gamme de frequences allant 
de 0,5 a 50 MHz. 

On connaft des dispositifs de commutation rapide d'une 
antenne d'emission-reception haute frequence et Large bande qui 
permettent, pour des signaux d' emission de grande puissance, de 
commuter cette antenne soit sur la sortie d'un emetteur en 
emission, soit sur L'entree d'un recepteur en reception. Ce type 
de dispositif connu comporte generalement, a la sortie de 
L' emetteur, des moyens de detection de puissance de signaux 
impulsionnels d 1 emission ou de reception, notamment lorsque les 
signaux d'emission presentent une puissance tres importante. 
L'antenne et le recepteur sont relies a la sortie de ces moyens 
de detection de puissance. Ce type de dispositif connu qui permet 
de commuter une antenne, notament Lorsque les signaux d'emission 
presentent une puissance tres importante, est generalement 
constitue par des circuits de commutation utilisant des tubes 
elect roniques de puissance. Ces circuits consomment une energie 
tres importante, sont tres encombrants, tres couteux, d'entretien 
difficile et les tubes utilises doivent fctre frequemment changes. 

L'invention a pour but de remedier a ces inconvenients et 
notamment de realiser un dispositif de commutation rapide et 
large bande d'une antenne d'emission-reception haute frequence, 
notamment lorsque les signaux d'emission presentent une puissance 
tres importante, ce dispositif n'utilisant aucun tube de haute 
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puissance, Etant peu encombrant, peu couteux, consommant peu 
d'Energie et Etant trEs fiable. 

L'invention a pour objet un dispositif de commutation 
rapide et large bande d'une antenne d'Emission-rEception haute 
frequence retire entre une sortie d'un Emetteur et une entree 
d'un rEcepteur, ce dispositif comportant des moyens de detection 
de puissance de signaux impulsionnels demission, relics par une 
entree a La sortie de l 1 Emetteur, et relics par une sortie a 
I'antenne et a I'entrEe de moyens de commutation de L'antenne, 
une sortie de ces moyens de commutation Etant reliEe a L'entrEe 
du rEcepteur, caractErisE en ce que Les moyens de commutation 
comprennent, reliE entre I 'entree et La sortie de ces moyens de 
commutation, un circuit de commutation comprenant un premier 
condensateur dont une premiEre borne constitue L'entrEe des 
moyens de commutation et dont une deux i Erne borne est reliEe a une 
premiEre diode dont Le sens passant est celui qui va de 
I'Emetteur vers Le rEcepteur, un deuxiEme condensateur dont une 
premiEre borne constitue la sortie des moyens de commutation et 
dont une deuxiEme borne est reliEe a une deuxiEme diode dont le 
sens passant va du rEcepteur vers I'Emetteur, les premiere et 
deuxiEme diodes Etant reliEes a un point commun, un troisiEme 
condensateur reliE au point commun et a une masse de rEfErence, 
et un ensemble de commande du circuit de commutation reliE au 
point commun et aux deuxiEmes bornes du premier et du deuxiEme 
condensateurs pour autoriser, a L 'Emission, La charge du 
troisiEme condensateur a travers le premier condensateur et la 
premiEre diode qui est rendue conduct rice et pour bloquer la 
conduction de La deuxiEme diode, et pour autoriser, a La 
reception, la dEcharge du troisiEme condensateur et La conduction 
des premiEre et deux i Erne diodes. 

Selon une autre caractEristique, L'ensemble de commande 
comporte une premiEre self inductance reliEe a la deuxiEme borne 
du pr mi r condensat ur et a la masse de rEfErence, une deuxiEme 
self Inductance reliEe a la deuxiEme borne du deuxiEme 
condensateur et a La masse de rEfErence, et un transist r de 
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commande dont La base recoit un signal de commande de 
commutation, et dont les deux autres Electrodes sont 
respect ivement relives & une source d' alimentation et & une 
premiere borne d'une troisifcme self inductance dont une deuxi£me 
borne est relive audit point commun, le signal de commande ayant 
un premier niveau pour bloquer le transistor et la conduction de 
la deuxi&me diode et pour autoriser la conduction de la premi&re 
diode et la charge du troisifcme condensateur d l'£mission, et un 
deuxi&me niveau pour autoriser la conduction du transistor et des 
premiere et deuxi£me diodes et la d£charge du troisi£me 
condensateur, A la reception. 

Selon une autre caract^ristique, Les moyens de detection 
de puissance de signaux impulsionnels demission comprennent deux 
diodes mont£es en t€te-b£che entre la sortie de l'£metteur et 
L' entree des moyens de commutation, 

Les caract^ristiques et avantages de L f invention 
ressortiront mieux de la description qui va suivre, donn£e en 
r*f*rence A la figure annex^e qui reprEsente schSmatiquement un 
dispositif de commutation conforme £ l'invention. 

Le dispositif 1 de commutation rapide et Large bande 
d'une antenne A d'4mission-r£ception haute frequence, conforme & 
L'invention, est reli£ entre une sortie 2 d'un £metteur E et une 
entree 3 d'une rtcepteur R. 

On n'a repr£sent£ que I'amplif icateur de sortie A de 
l'*metteur E et I'amplif icateur d'entr£e 5 du r£cepteur R, 
puisque cet £metteur et ce r£cepteur sont de types bien connus 
dans l'£tat de la technique. 

Le dispositif 1 conforme b L'invention comporte des 
moyens de detection 6 de puissance de signaux impulsionnels 
d'6mission qui sont relics par une entree 7 a la sortie 2 de 
L'Emetteur E. Ces moyens de detection sont relics par une sortie, 
8 & L' entree 9 de moyens 10 de commutation de l 1 antenne A, Une 
sortie 11 de ces moyens de commutation est relive a I'entree 3 du 
r^cepteur R. 

Les moy ns 10 de commutation d I'antenne A comprennent, 
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relies en s*rie cntrc leur entree 9 ct leur sortie 11, un circuit 
12 de commutation. Ce circuit comprend un premier condensateur C1 
dont une premiere borne 13 constitue I'entr^e des moyens de 
commutation 10, et dont une deuxifcme borne 1A est relive a une 
premiere diode dl dont Le sens passant est cetui qui va de 
I'tmetteur f vers le rtcepteur R. Les moyens de commutation 
comprennent aussi un deu*1*me condensateur C2 dont une premi&re 
borne IS constitue la sortie des moyens de commutation 10, et 
dont une deviate** borne 16 est retire a une deuxi&me diode 62 
dont le sens passant va du r£cepteur R vers t'^metteur E. Les 
premiere et deuxitme diodes dl, d2 sont relives a un point commun 
17. Le circuit de commutation 12 comprend enfin un troisi£me 
condensateur C3 reli* au point commun 17 ainsi qu'a une masse de 
reference A. 

Les moyens de commutation 10 comprennent aussi un 
ensemble 18 de commande du circuit de commutation 12, Cet 
ensemble de commande est relit au point commun 17 ainsi qu'aux 
deuxifcmes bornes 14, 16 des premier et deuxi&me condensateurs C1, 
C2. Cet ensemble de commande autorise, d l'6mission, comme on le 
verra plus loin en detail, la charge du troisi£me condensateur 
C3, a travers le premier condensateur C1 et la premiere diode d1 
qui est alors conductrice, la deuxifcme diode d2 6tant bloqu£e. 

Cet ensemble de commande 18 autorise, A la reception, la 
dlcharge du troisi£me condensateur C3 qui a €t€ charge a 
l* Emission, ainsi que la conduction des premiere et deuxifeme 
diodes dl, d2. 

L'ensemble de commande 18 du circuit de commutation 12, 
comprend une premiere self inductance L1 relive a la deuxifcme 
borne 14 du premier condensateur C1 et a la masse de r£f£rence- 
Cet ensemble de commande comprend aussi une deuxi£me self 
inductane 12 relive a la deuxifcme borne 16 du deuxi&me 
condensateur C2 et a la masse d reference. Enfin, cet ensemble 
de commande compr nd un transistor de commande T dont la base 
r coit, & travers une resistance de limitation de courant un 
signal de commande de commutation S appLiqu£ sur une entree 19- 
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Les deux autres Electrodes de ce transistor sont respect ivement 
retires a une source d* aliment at ion -V et a une premiere borne 
d'une troisieme self inductance L3/ dont une deuxieme borne est 
reliee au point commun 17. Dans l*exempte de realisation 

5 represent* sur cette figure, le transistor T est de type NPN. Son 
emetteur est relie a la source d 1 alimentation -V, tandis que son 
collecteur est relie a la troisieme self inductance L3. 

Le signal de commande S prEsente un premier niveau qui 
permet, comme on le verra plus loin en detail, de bloquer la 

10 conduction de la deuxieme diode d2 et d'autoriser la charge du 
troisieme condensateur C3 a I'Emission. Un deuxieme niveau de ce 
signal autorise la conduction des premiere et deuxieme diodes 61, 
62, et la decharge du troisieme condensateur C3, a la reception. 

Les moyens de detection 6 de puissance de signaux 

15 impulsionnels demission comprennent deux diodes D1, 02 months 
en tete-beche entre la sortie 2 de I'emetteur et I'entree 9 des 
moyens de commutation 10. 

Le dispositif qui vient d'etre decrit fonctionne de la 
maniere suivante : 

20 - £ Emission, il s'agit de connecter la sortie de 

I'amplif icateur 2 a l f antenne A, tout en emp§chant la reception 
du signal emis par I'emetteur E, par le recepteur R. 

La connexion de l* emetteur E a t'antenne A a I •Emission, 
s'effectue de la maniere suivante : les impulsions electriques 

25 haute frequence et de grande puissance, alternativement positives 
et negatives presentes a la sortie 2 de I'emetteur E, provoquent 
la conduction des deux diodes 11, D2 des moyens de detection 6. 
Cette conduction de ces deux diodes s'effectue dans une zone de 
faible impedance dynamique, dfcs que I'energie de l" impulsion 

30 haute frequence provenant de I'emetteur E atteint une puissance 
de I'ordre de 1W par exemple. L'emetteur, E et plus 
parti culierement la sortie de I'amplif icateur 4 de cet emetteur, 
peut alors §tre considere comme connect e a I'antenne A pendant 
toute la duree de chaque impulsion haute frequence d'emission. La 

35 puissance admissible en sortie de I'emetteur E depend de la 
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caracteristique de courant directe maximum admissible dans Les 
diodes 01, D2 des moyens de detection de puissance 6. 

Les signaux demission fournis par I'emetteur E ne 
doivent pas parvenir, pendant toute la duree de ['impulsion de 
puissance haute frequence, & I' entree du recepteur R. Pour cela, 
les tensions electriques alternativement positive et negative 
(impulsions de haute frequence) qui sont appliquees h I'antenne 
A, par la sortie 8 des moyens de detection 6, traversent le 
premier condensateur C1. La transistor T de I'ensemble de 
commande de commutation 18 est en etat de non conduction grSce & 
I 1 application d'un signal de commande S de niveau bas par 
exemple, sur sa base 19. Les impulsions haute frequence positives 
provoquent la conduction de la diode d1 et chargent le troisieme 
condensateur C2 d une valeur positive suffisante pour assurer le 
blocage de la diode d2 qui est ainsi polarisee en inverse. La 
diode d2 presente une grande impedance £ I 'etat bloque et assure 
ainsi une isolation electrique du recepteur R (60 decibels au 
minimum dans I'exemple considered Une energie negligeable est 
prelevee d la sortie 8 des moyens de detection 6 pour assurer 
ainsi I 1 isolation du recepteur R. 

A la reception, il s'agit au contraire de connecter 
I'antenne A avec I'entree 3 du recepteur R, en interdisant 
['application des signaux de reception recus par I'antenne, sur 
la sortie de I'emetteur 2- 

L' isolation de I'emetteur 2 s'effectue de la maniere 
suivante pendant la reception : Aussit6t que I 'energie electrique 
presente k la sortie de I'amplif icateur A de I'emetteur E de 
puissance decroft et atteint une valeur inferieure h un seuil 
(1mW par exemple), la tension des impulsions alternativement 
positives et negatives fournies par I'emetteur, n'est plus 
suffisante pour assurer la conduction des diodes D1, D2 des 
moyens de detection 6. 

L* impedance de chacune de ces diodes devient alors tres 
grande et on peut alors consider r que I'emetteur 2 st isol£ de 
I'antenne A. Cette isolation est reelle tant qu'une interference 
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eiectrique d*une energie superieure & un mW par exemple n'est pas 
captee & I'antenne A. 

La connexion de I'antenne A avec l' entree du r^cepteur R 
s'effectue de la »ani*re suivante, & la reception : te transistor 
T est rendu conducteur, par exemple par I'application d'un signal 
de commande 5, de niveau haut sur la base 19 de ce transistor. La 
conduction du transistor T provoque la decharge du troisi&me 
condensateur C3 ainsl out la mise en etat de conduction des 
diodes d1 et d2 * travers les premiere et troisieme self 
inductances Li, L3, pour la diode d1, et d travers les deuxifcme 
et troisieme self inductances L2, L3, pour la diode d2. 
L'impedance des preatere et deuiifcme diodes d1, d2 devient alors 
trfcs faible. En effet dans ce cas, les impedances des premiere, 
deuxi^me et troisieme self inductances LI, L2, 13, ainsi que 
I'impedance du tro1sif*e condensateur C3, sont elev^es et que les 
impedances des premier et deuxi^me condensateurs C1, C2 sont 
faibles. On peut alors considtrer que le recepteur R est connects 
A I'antenne A, tant que le transistor T est en etat de 
conduction. 

L'application du signal de commande S sur la base du 
transistor T, qui penaet la reception, est effective pendant une 
peri ode r£serv£e * la reception. Par contre, pour remission, 
I'antenne n'est reliee i I'emetteur que s'il y a detection de 
signaux impulsionnels haute frequence, de puissance. 

II est Evident que les composants utilises dans ce 
dispositif sont des composants de puissance. Ce dispositif 
fonctionne de fa^on tres satisf aisante pour une puissance 
d'emission de plusieurs ky, avec un taux d'occupation de 5X dans 
une gamme de frequence de 1 i 30 mGHz. La vitesse de commutation 
est voisine de 1 s. Les pertes, lors de la connexion de 
I'antenne sur la sortie de I'emetteur, sont inferieures k 0,3 
decibel, tandis que ces pertes sont inferieures d 0,5 decibel 
lors de la connexion de I'antenne sur l* entree du recepteur. Le 
taux d'onde stationnaire est inferieur & 1,5 et I 1 isolation du 
rec pteur est voisin de 70 decibels. 
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REVINDICATIONS 

1. Dispositif (1) de commutation rapide et targe bande 
d'une antenne (A) d'emission-reception haute frequence relive 
entre one sortie d'un emetteur (E) et une entree d f un recepteur 
(8), ce dispositif comportant des moyens de detection (6) de 
puUitnce de signaux impulsionnels d'emission, relies par une 
entree k la sortie de I'emetteur (E), et relies par une sortie A 
I'antmne (A) et d l' entree de moyens (10) de commutation de 
I'antenne (A), une sortie de ces moyens de commutation (10) etant 
relit* A ^entree du recepteur (R), caracterise en ce que les 
■oyens de commutation (10) comprennent, relie entre I'entree et 
la tort it de ces moyens de commutation, un circuit de commutation 
(12) co*prenant un premier condensateur (CD dont une premiere 
borne. const it ue I'entree des moyens de commutation (10) et dont 
une deuxieme borne est reliee h une premiere diode (d1) dont Le 
sens passant est celui qui va de l f emetteur (E) vers le recepteur 
(R), un deuxieme condensateur (C2) dont une premiere borne 
constitue la sortie des moyens de commutation (10) et dont une 
deuxieme borne est reliee h une deuxieme diode (d2) dont le sens 
passant va du recepteur (R) vers I'emetteur (E), les premiere et 
deuxiev* diodes (d1, d2) etant reliees & un point commun (17), un 
troisieme condensateur (C3) relie au point commun (17) et d une 
masse de reference (M), et un ensemble (18) de commande du 
circuit de commutation (12) relie au point commun (17) et aux 
deuxiemes bornes du premier et du deuxieme condensateurs (C1, C2) 
pour autoriser h I'enrission la charge du troisieme condensateur 
(C3) A t ravers le premier condensateur (CD et la premiere diode 
(d1) qui est rendue conduct rice et pour bloquer la conduction de 
la deuxieme diode (d2), et pour autoriser, & la reception, la 
decharge du troisieme condensateur (C3) et la conduction des 
premi'r et deuxieme diodes (dl, d2). 

2, Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu I'ens mble de commande (18) comporte une premiere self 
inductance (A) reliee h la deuxieme borne du premier condensateur 
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(11) et b le masse de r*f£rence (M>, une deuxifcme self inductance 
(L2) retire & la deuxi^me borne du deuxifcroe condensateur (C2) et 
& la masse de r£f£rence, et un transistor de commande (T) dont la 
base re^oit un signal (S) de commande de commutation, et dont les 
deux autres Electrodes sont respect ivement relives & une source 
d'alimentation (-V)et d une premiere borne d'une troisifcme self 
inductance (L3) dont une deuxi£me borne est relive audit point 
coromun (17), le signal de commande (S) ayant un premier niveau 
pour bLoquer le transistor (T> et la conduction de la deuxi£me 
diode (d2) et pour autoriser la conduction de la premiere diode 
CdD et la charge du troisieme condensateur (C3) & l'£mission, et 
un deuxifcme niveau pour autoriser la conduction du transistor (T) 
et des premiere et deuxifcme diodes (d1, d2) et la d£charge du 
troisieme condensateur (C3), £ la reception. 

3. Dispositif selon I'une quelconque des revindications 1 
et 2, caract£ris£ en ce que Les moyens de detection (6) de 
puissance de signaux impulsionnels demission comprennent deux 
diodes (D1, D2) mont£es en tfcte-bfcche entre la sortie de 
I'tmetteur (E) et I'entr^e des moyens de commutation (10). 



